TELEFUNKEN electronic CF 100

Creative Technologien

N-Kanal-GaAs-MESFET-Tetrode Verarmungstyp

Anwendungen: Regelbare Verstarker und Mischer bis 2 GHz in Source-Schaltung;
in schpurlosen Telefonen, Funkgeraten, Kabelfernsehen und Geraten
mit geringem Spannungsbedarf.

Besondere Merkmale:
® Niedriges Rauschen @ Gutes GroBsignalverhalten
@ Hohe Steilheit @ Nahezu konstante Eigenschaften im
® Geringe Eigenkapazitt Frequenzbereich f=0,1...2 GHz
@ GroBer Regelhub @ Sehr geringe Kreuzmodulation
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Gewicht max. 0,1 g
Absolute Grenzdaten ’
Drain-Source Spannung Ups 10 \Y
Drainstrom Iy 80 mA
Gate 1/Gate 2-Spitzenstrom Ig 1 mA
Gate 1/Gate 2-Source Spannung Uss 6 \
Gesamtverlustleistung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Pyt 200 mw
Kanaltemperatur Te 125 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts(g -55...+125 °C
‘, Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Kanal-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Ryca K/W
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CF 100

Statische Kenndaten

T.p=25°C

Drain-Source Durchbrychspannung
Iy =50 pA, Uy g =~6V,Ug,s=0

G2s
Gate 1-Source Reststrom
Ug1s=—6V, Ups=Ug,s =0

18

Gate 2-Source Reststrom

Ugos =—8 V. Upg=Ugs=0

Gate 1-Source Abschnirspannung

Upg =5V, Ugpg =0, I = 200 uA

Gate 2-Source Abschnirspannung
Ups =5V, Uy, =0,1,=200 pA
Drainstrom

Ups =5V, Ugys=Ugps =0

Dynamische Kenndaten

Ups =5V, Ugps

Vorwirtssteilheit
f=1MHz

Eingangskapazitét
f=1MHz

Ausgangskapazitét
f=1MHz

Leistungsverstiarkung
f=800 MHz

Regelhub

Ugps=+2...—8 V, f=800 MHz

Rauschzahl
f=800 MHz

=2V,[;=10mA, T, =25°C,f
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Typische Anwendungsschaltung
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") Bei Bedarf in folgenden Gruppen lieferbar:
A:10-35 mA, B: 30-50 mA, C:45-80 mA
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TELEFUNIKEN electronic

Creative Technologien

CF 121

N-Kanal-GaAs-MESFET-Tetrode Verarmungstyp

Anwendungen: Regelbare Verstéarker und Mischer bis 2 GHz in Source-Schaltung;
in schnurlosen Telefonen, Funkgeraten, Kabelfernsehen und Geriten
mit geringem Spannungsbedarf.

Besondere Merkmale:

@ Integrierte Schutzdioden an G, und G,
@ Geringes Rauschen

@ Hohe Steilheit

® Geringe Eingangskapazitt

Abmessungen in mm
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Absolute Grenzdaten

Drain-Source Spannung

Drainstrom

Gate 1/Gate 2-Spitzenstrom

2,7
—

Gate 1/Gate 2-Source Spannung

Gesamtverlustleistung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3

Kanaltemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand
Kanal-Umgebung

siehe Seite A 24, Fig. 6.3

T1.2/859.1184 D3

}
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® GroBer Regelhub
® Gutes GroBsignalverhalten

® Nahezu konstante Eigenschaften im
Frequenzbereich f=0,1...2 GHz

® Sehr geringe Kreuzmodulation

D

G1° > —
85 4573 J’s
Normgehause
50B4DIN41867
JEDEC TO 50

Gewicht max. 0,1 g

Upg 10 \
Iy 80 mA
la 1 mA
Uss 6 Vv

ot 200 mw
Ts 125 °C
Tstg -55...+125 °C

Min. Typ. Max.

Binca KW
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CF 121

Shtisehe Kenndaten Min. Typ. Max.
Tomp=25°C
Drain-Source Durchbruchspannung
Ip =50 pA, Ugg=-6V, Ug,s =0 Urios 10
Gate 1-Source Reststrom
Ums—'sv Ups =Ugps= 0 ls1ss 20
Gate 2-Source Reststrom
Uges =-6V, Upg=Ug,5=0 lsass 20
Gate 1-Source Abschnﬁrspannung
Upg =5V, Uz, =0, [ =200 pA -Us1s) 3 5
Gate 2-Source Abschnirspannung
Upg =5V, U;,5=0,1,=200 pA “Usas(m 3 5
Drainstrom
Ups =5V, Uy g=Ugps =0 ’Dss‘) 10 40 80
Dynamische Kenndaten
Ups=5V, Ugos = 2V, Ipb=10mA, T =25 °C, falls nicht anders angegeben
Vorwartssteilheit
f=1MHz | Vo1 | 20
Eingangskapazitat
f=1MHz C, 1,1 1,5
Ausgangskapazitat )
f=1MHz C,, 0,6 1,2
Leistungsverstarkung
f=800 MHz G . 21
Regelhub
Ugpg=+2...-6V, f=800 MHz AG 50
Rauschzahl
f= 800 MHz F 2,0
Up
—O0
I ‘ lIl
U,
Ue 65 D by
Y;
o—{H— 1,
1 s l U_ = Regelspannung

84 4515 I E

Typische Anwendungsschaltung

') Bei Bedarf in folgenden Gruppen lieferbar:
A:10-35mA, B: 30-50 mA, C: 45-80 mA
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

CF 221

N-Kanal-GaAs-MESFET-Tetrode Verarmungstyp

Anwendungen: Regelbare Verstarker bis 2 GHz in Gate 1-Schaltung
in schnurlosen Telefonen, Funkgeréaten, Kabelfernsehen und Geraten

mit geringem Spannungsbedarf.

Besondere Merkmale:
@ Integrierte Schutzdioden an G, und G,
@ Geringes Rauschen
@ Hohe Steilheit
® Geringe Eingangskapazitat

Abmessungen in mm
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Absolute Grenzdaten

Drain-Source Spannung
Drainstrom

Gate 1/Gate 2-Spitzenstrom
Gate 1/Gate 2-Source Spannung

Gesamtverlustleistung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3

Kanaltemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Waérmewiderstand

Kanal-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3

T1.2/855.1184 D3

® GroBer Regelhub
@ Gutes GroBsignalverhaiten

@® Nahezu konstante Eigenschaften im
Frequenzbereich f=0,1...2 GHz

® Sehr geringe Kreuzmodulation

D
o |

25 —

G 1c >
85 4573 S
Normgehause
50B4DIN41867
JEDEC TO 50
Gewicht max. 0,1 g,
Upg 10 \'
Iy 80 mA
I 1 mA
Uss 6 \"
ot 200 mw
Te 125 °C
Tstg -55...+125 °C

Min. Typ. Max.

Rinca Kw
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CF 221

Statische Kenndaten
T =25°C

amb

Drain-Source Durchbrughspannung

Iy =50 pA, Uy s =6V, Ug,g =0 U

(BRIDS
Gate 1-Source Reststrom
Ug1g =6V, Upg=Ugps=0 ls1ss
Gate 2-Source Reststrom
Ugas =-6V, Upg =Ug,s=0 laess
Gate 1-Source Abschniirspannung
Upg =5V, Ugz, =0, 1, =200 pA “Usism
Gate 2-Source Abschniirspannung
Ups =5V, Ug5=0, 1, =200 pA ~Usasip)
Drainstrom
Ups =5V, Ugy1g=Ugps =0 ’Dssl)
Dynamische Kenndaten

Min.

10

Typ.

40

Upg =5V, Ugps=2V,I;=10mA, T =25°C, falls nicht anders angegeben

* "amb

Vorwértssteilheit

f=1MHz | Yoy |
Ausgangskapazitat

f=1MHz C,,
Leistungsverstérkung ,

f=800 MHz G
Regelhub

Ugos=+2...-6 V, f= 800 MHz AG
Rauschzahl

f=800 MHz F

") Bei Bedarf in folgenden Gruppen lieferbar:
A: 10-35mA, B: 30-50 mA, C: 45-80 mA

216

20

0,6

17

50

3,0

20

20

80

A

HA

mA

mS

pF

dB

dB

dB



\ 4

TELEFUNKEN electronic CF 300

Creative Technologien

N-Kanal-GaAs-MESFET-Tetrode Verarmungstyp

Anwendungen: Regelbare Verstirker und Mischer bis 2 GHz in Source - Schaitung;
in schnuglosen Telefonen, Funkgeraten, Kabelfernsehen und Geraten
mit geringem Spannungsbedarf.

Besondere Merkmale:
@ Niedriges Rauschen ® Gutes GroBsignalverhalten
® Hohe Steilheit ® Nahezu konstante Eigenschaften im

) , ichf=0,1...
® Geringe Eingangskapazitat Frequenzbereich f 2 GHz

® GroBer Regelhub @ Sehr geringe Kreuzmodulation

Abmessungen in mm

R X ) 2,7
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0,45 ! r 2 O——>
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9 os! 84 4516 S
i
] } Normgehé&use
. 50B4DIN41867
aaae 601 ol o2 JEDEC TO 50

Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

Drain-Source Spannung Ups 10 Vv
Drainstrom Iy 80 mA
Gate 1/Gate 2-Spitzenstrom Ig 1 mA
Gate 1/Gate 2-Source Spannung Uss 6 \"
Gesamtverlustleistung

siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Pyt 200 mwW
Kanaltemperatur Te 125 °C
Lagerungstemperaturbereich Tet . -55...+125 °C

Wirmewiderstand Min. Typ. Max.

Kanal-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Binca KW

T1.2/861.1184 D3
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CF 300

Statische Kenndaten
Tomp=25°C

Drain-Source Durchbruchspannung

Iy =50 A, Ug,s =-6V, Ug,g =0

Gate 1-Source Reststrom

Ug1s =6V, Ups = 0

G2s =
Gate 2-Source Reststrom

Ugas =-6V, Upg=Ugs

=0
Gate 1-Source Abschniirspannung

Ups =5V, Ugpg =0, Iy =200 pA

Gate 2-Source Abschniirspannung
Upg =5V, Ug5=0,1,=200 pA

Drainstrom
Ups =5V, Ugys=Ugps =0
Dynamische Kenndaten

U(BR)DS

G188

IGZSS

“Usisim

“Usasip)

D]
IDSS

10

Typ.

40

Ups=5V,Ugzg =2V, Ip=10mA, T =25°C, falls nicht anders angegeben

’ "amb

Vorwértssteilheit

f=1MHz | Yor |
Eingangskapazitét
f=1MHz Cy
Ausgangskapazitat
f=1MHz C,,
Leistungsverstarkung
f=800 MHz G ax
Regelhub
Ugpg=+2...-6V, f=800 MHz AG
Rauschzahl
f=800 MHz F
Up
0
I L
U
Ue 6, D 3
ik

G o
1 S -]-
84 4515 I

Typische Anwendungsschaltung

') Bei Bedarf in folgenden Gruppen lieferbar:
A: 10-35 mA, B: 30-50 mA, C: 45-80 mA
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TELEFUNKEN electronic CF 400

Creative Technologien

N-Kanal-GaAs-MESFET-Tetrode Verarmungstyp

Anwendungen: Regelbare Verstarker bis 2 GHz in Gate 1-Schaltung;
in schnutlosen Telefonen, Funkgeraten, Kabelfernsehen und Geréaten
mit geringem Spannungsbedarf.

Besondere Merkmale:
@ Niedriges Rauschen ® Gutes GroBsignalverhalten
® Hohe Steilheit ® Nahezu konstante Eigenschaften im

® Geringe Eingangskapazitat Frequenzbereich f=0,1...2 GHz

® GroBer Regelhub @ Sehr geringe Kreuzmodulation

Abmessungen in mm

- 0,9 2,7
e TD
S-03 : 12
L L_.] ! —1 505 | G2 O
0,45 J_ |>
0,9 ——t-+-FF—— 44 52 O—
Gy ! G2 Gy
0,6 -
!
; 84 4516 S
9 o3 ! ' Normgehause
| 50B4DIN41867
° JEDEC TO 50
v3ae 6oon 2ile? Gewicht max. 0,1 g
Absolute Grenzdaten
Drain-Source Spannung Upg 10 \Y
Drainstrom Iy 80 mA
Gate 1/Gate 2-Spitzenstrom Is 1 mA
Gate 1/Gate 2-Source Spannung Uss 6 Vv
Gesamtverlustleistung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Py 200 mw
Kanaltemperatur Te 125 °C
Lagerungstemperaturbereich Ty o -55...+125 °C
Wérmewiderstand Min. Typ. Max.
Kanal-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Rica K/W

T1.2/863.1184 D3
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Statische Kenndaten

Tomp=25°C
Drain-Source Durchbruchspannung

lp =50 pA, Ug,s =-6V, Ugps=0 Ugryps
Gate 1-Source Reststrom

Ug1s=-6V, Upg=Ugps=0 lo1ss
Gate 2-Source Reststrom

Ugas =-8V, Upg =Uqy5=0 lazss
Gate 1-Source Abschnirspannung

Ups =5V, Ug,g =0, 1, =200 yA -Us1sg)
Gate 2-Source Abschniirspannung

Upg=5V, Uz, =0, I, =200 pA ~Usasip
Drainstrom

Ups =5V, Ugys=Ugps =0 Ibss”

Dynamische Kenndaten

Ups =5V, Ugpg =2V, [p=10mA, T,
Vorwértssteilheit

f=1MHz [ Yo |
Ausgangskapazitat

f=1MHz Cpo
Leistungsverstarkung ’

f=800 MHz Ginax
Regelhub

Ugos=+2...-6 V, f=800 MHz AG
Rauschzahl

f=800 MHz F

') Bei Bedarf in folgenden Gruppen lieferbar:
A:10-35mA, B: 30-50 mA, C: 45-80 mA
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Typ.
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= 25 °C, falls nicht anders angegeben
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